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(S7) Tiivistelmi
Automaattinen kuvaputken siteen virtamidrin rajoitin

televisiovastaanotinta varten 8isdltdld merkin sySttdlih-
teen (10), mik3 merkki edustaa kuvaputken slteen virran
johtavuustilannetta, ensimmiisen transistorin (75), mikd
toimii tilannetta edustavan merkin perusteella tietylla
ensimmdiselld, toisella ja kolmannella siteen liiallisen
virtamddrdn alueella kynnysarvotason yli ja sisdltdd toi-
sen transistorin (80). Ensimmiinen s3¥%tmerkki (E ) saatu~
na ensimmiisestd transistorista, muuntaa videomerkin hui-
pusta huippuun amplitudia (kontrastitasoca), kun esiintyy
sdteen virtam4¥rid kynnysarvotason yli. Ensimm&isen tran-
sistorin ulostulo kytket#in valinnaisesti toisen transis-
torin sisddntuloon, kun esiintyy sidteen virtamiiriid ensim-
mdisen toimialueen yli. Toinen séﬁt&merkki'(EB) saatuna
toiselta transistorilta muuntaa videomerkin tasajinnite-
komponenttia (kirkkauden tasoa) rajoittaen siteen virta-
ma3drid témin ensimmiisen toimialueen ylityttyd, jolloin se-
kd huippuamplitudia ettd tasajinnitekomponenttia muunnec-
taan tdl1l4 toisella toimialueella oltacssa. Ensimmdinen
sddtOmerkki pakotetaan tiettyyn kiintcilin tasoon seurauk-
sena sdteen virtamiidristd ylittden toisen toimialueen,
jolloin videomerkin tasajdnnitckomponenttia muunnetaan yk-
sinddn rajoittamaan sdteen virtamiirili oltuaessa kolmannel-
la toimialueella.



(57) Sammandrag

En automatisk kineskonstrdlstrdmmen begrdnsande
anordning i en telévisionsmottagare omfattar en killa (10)
f8r en signal som representerar Sverféringen av kineskop-
strdlstrdmmen, en f8rsta transistor (75) kdnslig f4r nimnda
signal dver f¥rsta, andra och tredje omrdden av 8verstrdmmar
i strdlen ovanfdr en trdskelnivd, och en andra transistor
(80) . En flrsta (Ep) styrsignal deriverad frdn f8rsta
transistorn modifierar videosignalens stdrsta spdnnings-
variationamplituden (kontrastnivin) dA strdlstrSmmar ovan-
for trYskelnividn upptrider. Utgéngen i fdrsta transistorn
kopplas selektivt till en ingdng i andra transistorn d&
strilstrdmmar ytterom f8rsta omridet upptrdder. En andra
styrsignal (EB) deriverad fr&n andra transistorn modifierar
videosignalens likstr&mskomponent (ljusstyrkenivéln) f&r
begrdnsande av str&lstrSmmar ytterom fdrsta omrddet, vari-
genom bide toppamplituden och likstrdmskomponenter modi-
fieras bver andra omrddet. Fdrsta styrsignalen ldses vid
fixerad nivd som svar pd strdlstrdmmar ytterom andra om-
rddet, varigenom endast videosignalens likstr&mskomponent
modifieras f&r befrdnsande av strilstrdmmar dver tredje
omridet.
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Automaattinen kuvaputken sdteen virran rajoitin perdjdlkei-

sine sddtbtoimintoineen

Timad keksintd kohdistuu laitteistoon, millda auto-
maattisesti rajoitetaan liiallisen suurta sdteen virtamda-
ri3d, mink3d kuvan toistava kuvaputki kuluttaa televisiovas-
taanottimessa tai vastaavassa videcomerkin kdsittelysystece-
missd. Erityisesti tarkoittaa tdmd keksintd sellaista lai-
tetta, mikd on jdrjestetty sddtdmddn perdjdlkeisin toimin-
noin videomerkin tasavirtatasoa ja huippuamplitudia sellai-
seen suuntaan, ettd rajoitetaan liiallisen korkeita sdteen
virtamddrid siten, ettd saatetaan minimiinsd s&ddon epdjat-
kuvuuksien todenndkdisyys keskenddn perdjdlkeisten sddtod-—
toimintojen valilld.

Kuvan sisidltd, mikd toistetaan televisiovastaanotti-
men kuvaputkella, sisdltdd valoisuuden tietoa sekd myds
viarikkyyden tietoa, kun kyseessd on viritelevisiosysteemin
varikuva. Kuvan tieto kuvaputkella esitettynd madraytyy
tyypillisessd tapauksessa huipusta huippuun amplitudin kom-
ponentista videomerkissd, mikd kohdistuu kuvan kontrastiin
sekd mustan tasoa edustavasta videomerkin tasavirtakompo-
nentista, mikd kohdistuu kuvan kirkkauteen eli taustan ta-
soon. Molemmat ndistd komponenteista saattavat aikaansaada
liian korkean sdteen virtamddrdn kdytettdvdksi tdhdn kuva-
putkeen.

Liiallisen korkeat sdteen virtamddardt saattavat saa-
da vastaanottimen muodostamaan huonontuneen kuvan esim. va-
hingoittamalla vastaanottimen poikkeutussysteemin toimintaa,
saattamalla sdteen tdpldn defokusoitumaan ja aikaansaamalla
kuvan "kukkimista". Suuret sdteen virtamddrat saattavat
myds ylittdd kuvaputken turvallisen toiminnan virrankdsit-
telykyvyn, mikd mahdollisesti aikaansaa vaurioita kuvaput-
kelle ja tdhdn liittyviin piirikomponcntteihin. Erilaisia
automaattisia kuvaputken sdteen virtamddrdn rajoittimia,
milld perdjdlkeen toimien sdddetddn huipusta huippuun ja
tasavirtakompbnenttia videomerkissd tunnetaan jo entuudes-

taankin. Esim. US-patentti nro 4 126 884 - Shanley kuvaa
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keskimddrdisen perusteeclla toimivaa sdtecen rajoittimen sys-
teemid, missd sddtdjadnnite, cdustacn liiallisen korkcaa si-
teen virtamdaran tarvetta, on kdytdssd sddtdmiddn videcon
merkin huippuamplitudia (kontrastitasoa) tictylld ensimmdi-
selld toimialueella sdteen liiallisia virtamdidriid seka

my&s sddtdmddn sekd videon merkin huippuamplitudia ettd
tasavirtatasoa (kontrastin tasoa ja kirkkauden tasoca) tie-
tylld toisella, suhteellisesti suuremmalla sdteen liialli-
sen korkeiden virtamddrien alueella. US-patentti nro

4 096 518 - Tuma sekd muut - kuvaa myds keskimddrdisen ar-
von perusteella toimivaa sdteen virran rajoitinsystecemid.
Tdssd systeemissd kdytetddn aikaansaatua, keskimddrdista
arvoa edustavaa sddtdjdnnitettd ohjaamaan videon merkin ta-
sajdnnitetasoa tietylld ensimmdiselld liialliscn suuren
virtamddrdn toimialueella sekd sadtdmdidn videon merkin
huippuamplitudia toisella suhtecllisesti suurcmmalla sdteen
liiallisten virtamddrien toimialueella.

Nyt kysessd olevan keksinntn periaatteiden mukaises-
ti on havaittu toivottavaksi, ettd automaattinen kuvaput-
ken sdteen virran rajoitin, mikd on sitd tyyppid, mikin
sisdltyy perdjdlkeisesti toimivat sddtdtoiminnat (esim.
kontrasti ja kirkkauden sdddon toimitapa) toimii siten,
ettd aikaansaadaan tasainen ja Jjatkuva siirtymd sdddon
toimitapojen vdlilld. On erityisesti havaittu, ettd tie-
tyissd olosuhteissa siirtymdpiste, missd toinen sdatdtoi-
minta loppuu (esim. kontrastin sddtdminen) ja toinen sda-
ddn toimitapa alkaa (esim. kirkkauden saddtd) ei ehkd aina
oleellisesti osukaan samaan kohtaan. N&din saattaa tamahtua
esim. kun sdteen rajoittimen vuorojdrjestykseen saattami-
sen sddtdpiirin piiritoleranssit vaihtelevat tietystda vas-
taanottimesta toiseen siirryttdessd. Toiminnan sydtdn ja
etujdnnitteiden vaihtelut, kuten my&Sskin ldmpdtilalla ai-
kaansaadut i1lmidt saattavat myds aikaansaada sivuunasette-
luvirheitd, mitkd huonontavat perdjdlkeen saattamisen sad-
toyksikdn toimintaa siten, ettd toinen sdadon toimitapa
ei ala ennen kuin merkityksecllisen ajan kuluttua cnsimmdi-

sen sddtotoiminnan loppumisen jdlkeen.
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Kun ndin tapahtuu, ei s&dteen rajoittimen piiri enda
ole yhtd tehokas tarkoitettuun tarkoitukseensa, koska on
olemassa epdjatkuvuus sddtdalueiden vdlilld, mind aikana
sdteen virran sdidtd puuttuu. S34don epdjatkuvuuden esiinty-
minen saattaa myds aikaansaada hdiritsevid ndkyvid ilmidita
riippuen kuvan sisdlldstd. Havainnollistamistapauksessa
keskimiddrin perusteella toimivassa sdteen virran rajoitin-
systeemissd, missd kuvan kontrastin sd&dtd (videomerkin hui-
pusta huippuun amplitudin sddtd) on jdrjestetty tietylle
ensimmidiselle toimialueelle sdteen korkeita virtamddria ja
kuvan kirkkauden siditd (videomerkin tasajadnnitteen tason
sd44dtd) on jirjestetty tietylle toiselle toimialueelle, mil-
14 on suhteessa korkeammat sdteen virtamddrdt, niin aikaan-
saa epdjatkuvuus kontrastin ja kirkkauden sddtdtoimintojen
vdlilld dkillisen ja haitallisen lisdyksen kuvan kirkkau-
teen tamdn epdjatkuvuuden aikavdlin sisdlld, kun sdteen
rajoitus puuttuu ennen kuin kirkkauden sddtdtoiminta alkaa.
Tdllaisen lisdyksen kuvan kirkkauteen eli taustan tasoon,
pystyy katsoja helposti havaitsemaan, erityisesti, kun sa-
teen suuren virran tilanne on seurauksena toistuvasta ku-
van sisdltdosuudesta. Tdmd epdjatkuvuus saattaa myds ai-
kaansaada epidstabiilisuutta sdteen rajoittimen suljettuun
sdatdsilmukkaan.

Tdmin keksinn®dn mukainen laitteisto sisdltyy sys-
teemiin, millid k&sitellddn kuvaa edustavaa videomerkkid,
milld on huippuamplitudin komponentti mddritellen kuvan
kontrastin ja on tasajinnitekomponentti mddritellen kuvan
kirkkauden, tdmdn systeemin sisdltdessd videomerkin kdsit-
telykanavan sekd kuvaputken, mihin sisdltyy intensiteetin
siitdelektrodi niin, ettid toistetaan kuva niiden videomerk-
kien perusteella, mitkd on tuotu intensiteetin sddtSelektro-
dille mainitulta kanavalta.

Tietty anturipiiri aikaansaa merkin, mikd8 edustaa
siteen liiallisen virtamdidridn arvoa, minkd kuvaputki
kdyttdd tietyn kynnysarvon virtatason yli. Tietty ensimmdi-
nen, sdidettidvissid olevan johtavuuden laite, mistd sisadn-

tulo on yhdistetty t&hin tilannetta edustavaan merkkiin ja
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missd on ulostulo, esiintyy virran johtavuustilanteeltaan
vaihtelevana asiaa havainnollistavan merkin suuruuden mu-
kaisesti tietylld ensimmdiselld, toisella ja kolmannella
toimialueella perdjdlkeen yhd suuremmilla s&teen liialli-
silla virtamddrilld. Toinen sdddettdvissi olevan johta-
vuuden laite, missd on sisddntulo ja ulostulo on my&s
kytketty mukaan. Tietty ensimmidinen sdidtSmerkki aikaansaa-
tuna ensimmdisen laitteen ulostulosta kytketddn videokana-
valle niin, ettd muunnetaan joko huippuamplitudin tai ta-
sajdnnitteen komponenttia videon merkissid sellaiseen suun-
taan, ettd rajoitetaan liian korkeita sdteen virtamddrii
tietyn kynnysarvon tason yldpuolella. Kynnysarvon johta-
vuuden havaitseva piiri yhdistdd johtavuustason vaihtelut
ensimmdisestd laitteesta toisen laitteen sisddntuloon, kun
ensimmdisen laitteista johtavuustilanne vastaa tiettyd
liiallisen korkeaa sdteen virtamdiridi tietyn ensimmiisen
toimialueen yldpuolella. Toinen sddtdmerkki saatuna toisen
laitteen ulostulosta yhdistetddn videokanavalle niin, etti
muunnetaan toista, joko huippuamplitudia tai tasajdnnite-
komponenttia videon merkistd sellaiseen suuntaan, ettd ra-
joitetaan sdteen virtamddrid, mitkd ylittdvit tietyn ensim-
mdisen toimialueen, ja ettd sekd huippuamplitudia ett3d ta-
sajdnnitekomponenttia muunnetaan siten, ettd rajoitetaan
liiallisen korkeita sdteen virtamddrid, kun ylitetdin toi-
nenkin toimialue. Ensimmdisend mainittu sd&dtdmerkki pako-
tetaan tiettyyn oleellisesti kiinteddn tasoon, kun ensim-
mdisen laitteista johtavuustilanne vastaa sdteen liiallisen
korkeita virtamddrid toisen toimialueen ulkopuolelle, jol-
loin toista, joko videon merkin huippuamplitudia tai tasa-
jdnnitekomponenttia muunnetaan yksinddn niin, ettid rajoite-
taan liiallisen korkeita sdteen virtamddrid tietylld kol-
mannella toimialueella.

Tdmdn keksinndn erddn ominaispiirteen mukaisesti
kdytetddn ensimmidistd sddtOmerkkid muuntamaan videomerkin
huippuamplitudia tietylld ensimmdiselld ja toisella liial-
lisen korkeiden virtamddrien toimialueilla ja toista sdi-

tomerkkid kdytetddn muuntamaan videon merkin tasajidnnite-
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komponenttia tietylld toisella ja kolmannella siteen lijial-
lisen korkeiden virtamddrien toimialueilla.

Oheisissa piirustuksissa nihdidin:

Kuvio 1 havainnollistaa lohkokaaviota osasta vdrite-
levisiovastaanotinta, mihin sis&dltyy kuvaputken siteen vir-
ran rajoitinlaitteisto t&dmidn keksinndn mukaisena.

Kuvio 2 esittdd diagrammaa, mikd on kdyttdkelpoinen
ymmdrrettdessd kuvion 1 esittdmin siteen rajoittimen lait-
teiston toimintaa.

Kuvio 3 esittdd kaavamaista piirikaaviota esittden
yksityiskohtaisesti osan kuvion 1 laitteistosta.

Kuviossa 1 aikaansaa videomerkkien sydttdldhte 10,
kun ndmd merkit sisdltdvdt valoisuuden ja viarikkyyden kom-
ponentit, erillisen vdrikkyyden komponentin eridisti tietys-
td ulostulosta vdrikkyyden merkin kdsittely-yksikkddn 14
vdrikkyyden kanavalla tdssd vastaanottimessa, tdmdn aikaan-
saadessa r-Y, g-Y ja b-Y vidrin erotusmerkit. Erillinen va-
loisuuden komponentti sy&tetdidn toisesta yksikoén 10 ulos-
tulosta valoisuuden kdsittely-yksikkddn 22 tdmidn vastaan-—
ottimen valoisuuskanavalla. Yksik®én 22 kidsittelemdt valoi-
suuden merkit syStetddn merkin sisdidntuloon vahvistusker-
toimeltaan sdddetystd valoisuuden vahvistimesta 24 (esim.
differentiaalivahvistin). Kontrastin sditSyksikkd 30 (esim.
katsojan sdddettdvissd oleva potentiometri tai sdddettd-
vissd oleva vastus) kytketdidn vahvistuskertoimen s&3dSn
sisddntuloon vahvistimessa 24 niin, ettd muutetaan vahvis-
timen 24 vahvistuskerrointa ja tdten muutetaan ulostulon
merkkien huipusta huippuun amplitudia kontrastin s&ddtimen
30 asetuskohdan mukaisesti t&sti# vahvistimesta 24 saatuna.

Vahvistettu valoisuuden merkki (Y) vahvistimen 24
merkin ulostulosta tuodaan valoisuuden ja vidrikkyyden mer-
kin matriisiosaan 18, missd valoisuuden merkki yhdistet#in
vdrin erotuksen merkkeihin yksik®std 14 saatuna niin, ett#
tuotetaan vdrikuvaa edustavat merkit r, g ja b. Ndmd mer-
kit vahvistetaan vastaavasti kuvaputken ohjausvahvistin-
vaiheessa 32 niin, ettd aikaansaadaan suuren tason vahvis-

tetut vdrimerkit R, G ja B. Ndmd R, G ja B merkit sydtetdidn
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vastaaviin katodin intensiteetin punaisen, vihredn ja sini-
sen sddtdelektrodeille varikuvaputkella 38.

Kuvion 1 systeemiin sisdltyy myOs avainnettu ndyt-
teenoton vertailija 55 jdrjestettynd automaattiseen kirk-
kauden s&dddn suljettuun silmukkaan alla kuvattuun tapaan.
Erds merkin sisddntulo vertailijaan 55 havaitsee pienen
tason sinisen (b) merkin ulostulon matriisista 18 ja toi-
nen merkin sisddntulo vertailijaan 55 havaitsee kirkkautta
edustavan vertailun jdnnitteen aikaansaatuna kdsin sdiddet-
tdvissd olevasta kirkkauden sddtimestd 58 (esimerkiksi kat-
sojan aseteltavissa olevasta potentiometristd tai sdddettd-
vissd@ olevasta vastuksesta). Vertailija 55 avainnetaan
seurauksena avainnusmerkeistd, mitkd esiintyvdt jaksoittais-
ten, vaakasuuntaisten kuvan sammutuksen aikavdlien kulues-
sa videon merkistd, niin ettd muodostetaan ndyte ja vertail-
laan (sammutuksen) tasoa merkissd, mikd tdlldin esiintyy
b-merkin ulostulossa matriisista 18 kirkkauden vertailun
tasoon kirkkauden sdddostd 58. Mikdli on olemassa epatasa-
paino ndiden kahden tason vdlilld, aikaansaa vertailija 55
ulostulon korreloinnin merkin, mikd tuodaan tasajannitteen
tason saddon sisddntuloon valoisuuden vahvistimessa 24.
Korjailun merkki toimii muuntaen tasajdnnitetasoa vahvis-
timen 24 ulostulomerkissd ja sddtden tdten b-merkin tasa-
jdnnitetasca ulostulona matriisista 18 scllaiseen suuntaan,
ettd saatetaan minimiinsd erotus koestettujen merkkien si-
sddntulojen vertailijaan 55 vdlille. T&lld keinolla valoi-
suuden merkin tasajdnnitteen taso ja taten kirkkautta maa-
rittelevd tasajdnnitteen taso kussakin r, g, b-merkeista
on muutettavissa muuttamalla sen merkin tasoca, mikd tuo-
daan kirkkauden vertailun merkin sisddntuloon vertailijas-
sa 55. Ylimddrdisid yksitviskohtia tdstd kirkkauden sulje-
tustd sddtdsilmukasta, mihin sisdltyy vertailija 55, vah-
vistin 24 ja matriisi 18, on 1l&ydettdvissd US-patentista
nro 4 197 557, mydnnetty 8. huhtikuuta 1980, keksijadna
A.V. Tuma sekd muut, nimitykseltdidn "Brightness Control

Circuit Employing A Closed Control Loop".
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Automaattinen kuvaputken sdteen virran rajoittaminen
toteutetaan sellaisen jdrjestelyn avulla, mihin sisdltyy
sddtbmerkin tulkinnan ja vuorojdrjestykseen saattamisen
piiri 60, mikd& vastaanottaa sisddntulona sddtdjannitteen
EC aikaansaatuna niiden uudelleensydtdn virtojen perusteel-
la, mitkd tuodaan kuvaputkelle suurjdnnitteen syodttdyksi-
k6std 50.

Suurjdnnitteen syottd 50 (esim. jdnnitteen kolmin-
kertaistaja) aikaansaa kdytdn suurjidnnitteitd viimeisen
elektrodin ja fokusoinnin elektrodia varten kuvaputkella
38. Jaksoittaiset wvaakasuuntaiset palautuksen nulssit kehi-
tettynd kuvan vaakasuuntaisen palautuksen aikavdlien ku-
luessa tuodaan suurjédnnitteen sydttdlahteen 50 sisddntuloon.
Kuvaputken uudelleensydtdn virran aikaansaajaldhde, mihin
sisdltyy kayttdjdnnitteen sydtt&ldhde (B+) sekd virtaa
mddrittelevd vastus 52 on yhdistetty tasajdnnitteen sisddn-
tulosta syottdbn 50. Virrat, mitkd kulkevat tasajdnnitteen
sisdantuloon syodtdstd 50, edustavat sdteen virrantarvet-
ta tdlld kuvaputkella.

Tdssd esimerkissd edustaa sddtdjdnnite Ec kuvaputken
sdteen keskimddrdistd virrantarvetta ja se aikaansaadaan
keskimddrdarvon perusteella toimivasta anturipiiristd 54.
Anturipiiri 54 saattaa sisdltdd minkd tahansa piirijdrjes-
telyn, mikd soveltuu havaitsemaan keskimddrdisen sdteen
virtamddrdn tarpeen niille virroille, Jjoita sydtetddn vas-
tuksen 52 kautta suurjd@nnitteen sydttdldhteeseen 50. Esim.
saattaa anturipiiri 54 muodostua sen tyyppisistd piireistd,
joita on esitettynd US-patentissa nro 4 137 552 - Serafini -
tali US-patentissa nro 4 067 048 - Norman.

Sd4t6piiri 60 toimii sisddntulon sddtdjdnnitteen E_
perusteella aikaansaaden kontrastin sdddon s&teen virran
rajoittamisen merkin Ep sekd kirkkauden sdddon sdteen vir-

ran rajoittamisen merkin E kun liiallinen keskimddrdinen

BI
sdteen virrantarve tietyn kynnysarvotason yli on vallitse-
vana.

Sddtojdnnite Ep on verrannollinen liiallisen korkean

sdteen virrantarpeen keskimddrdiseen suuruuteen tietylld
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ensimmdiselld sdteen virtamddrien toimialueella. Sddtdjian-
nite Ep tuodaan vahvistuskertoimen sd&ddon sisddntuloon
vahvistimessa 24 niin, ettd muunnetaan vahvistimen 24 vah-
vistuskerrointa ja tdten niiden merkkien huipusta huippuun
amplitudia, joita vahvistimella 24 on kdsitelty, sellaisecen
suuntaan, ettd rajoitetaan liiallisia sdteen virrantarpei-
ta kynnysarvotason yldpuolella tdmdn ensimmidisen toimi-
alueen sisdlld oltaessa. Kuvan kontrastia muunnetaan tdmin
perusteella. S&dtdjdnnite EB on verrannollinen liiallisen
korkeisiin keskimddrdisiin s&teen virtoihin tietyllid toi-
sella alueella, milld on suhteellisesti suuremmat sdteen
virtamddrdt. Tdmd sddtdjdnnite tuodaan kirkkauden vertai-
lun merkin sisddntuloon vertailijassa 55, niin ettd nuun-
netaan tasajdnnitetasoa videon merkistda ja tdten muutetaan
kuvan kirkkautta sellaiseen suuntaan, ettd rajoitetaan sd-
teen liiallisia virtamddrid tdl1l4d toisella virtojen toimi-
alueella.

Tulee todeta, ettd sd8&tdpiiri 60 on myds jarjes-
tetty aikaansaamaan sekd kontrastin ettd kirkkauden saadon
merkit siirtymdvythykkeen aikana seurauksena liiallisen
korkeista sdteen virtamddristd ensimmdisen ja toisen sa-
teen virtamddristd toimialueiden v&lilld. Riippuvaisuus
kontrastin sddtdalueen, siirtymdvydhykkeen sditdalueen se-
kd kirkkauden s&dtbalueen vdlilld, on havainnollistettuna
kuvion 2 kaaviossa, mika@ tullaan seuraavassa kuvaamaan.

Kun sdidtdjénnite EC vlittda kynnysravon sddtétason,
rajoitetaan liiallisen korkeat sdteen virtamddrdt tietylléa
ensimmdiselld toimialueella pienentdmdlld videon merkin
huippuamplitudia sddtdjdnnitteen E_ avulla tietylld kontras-
tin s&dtdalueella oltaessa. Kontrastin sdddon siirtofunktion
kaltevuus on mddrdltddn AEp/AEc edustaen videon merkin
huippuamplitudin muutoksen nopeutta sddt&jdnnitteeseen EC
ndhden. Tdssd esimerkissd on videon merkin huippuamplitudi
pienennettavissd maksimimddradan 50 % tdydestd huipusta
huippuun amplitudista tdmdn kontrastin sddtdalueen puit-
teissa, kun kontrastin sddtopiiri on asetettu aikaansaamaan

50-100 % maksimikontrastista.
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Siirtymidvydhykkeen sdidtdalue muodostuu kontrastin
siatdosuudesta ja vastaavasti kirkkauden sadtdosuudesta
sisdltden padllekkdin sijaitsevat osuudet kontrastin sda-
tdvyShykkeen lopusta ja kirkkauden sddtovydhykkeen alusta.
Siirtofunktion kaltevuus kontrastin sdddoén osuudelle siir-
tymdvydhykkeelld saadaan lausekkecesta AEl/AEC, mikd edus-
taa videon merkin huippuamplitudin (kuvan kontrastin) muut-
tumisnopeutta sdatdjannitteen EC perusteclla. Vastaavasti
siirtofunktion kaltevuus kirkkauden sdddén osuudella siir-
tymivydhykkeelld saadaan lausekkeesta AE2AAEC, mikd edus-
taa muutoksen nopeutta videon merkin tasajdnnitekomponen-
tissa (kuvan kirkkaus) sddtdjdnnitteen EC mukana.

Liiallisen korkeat sdteen virtamddrdt niiden virto-
jen alueella, mitkd ovat suurempia kuin ne virrat, joita
rajoitetaan kontrastin sdddodn ja siirtymdalueiden puitteis-
sa, rajoitetaan muuttamalla pelkdstddn videon merkin tasa-
jannitekomponenttia kdyttden sdatdjdnnitettd EB kirkkauden
siitdalueen puitteissa. Siirtofunktion kaltevuus tdalla
vydhykkeessad on AEB/AEC.

Tissi suoritusmuodossa sidltdd kukin kontrastin,
siirtymidvydhykkeen ja kirkkauden sidtdalueista keskenddn
likimddrin yhtd suuret osuudet (kolmasosan) normaalisti
odostettavissa olevasta sdteen liiallisen korkeiden virta-
misirien alueesta. Erilainen suhteellinen asettelu ndille
sistdalueille voidaan kuitenkin valita sitd haluttaessa.
Siteen virran rajoittamisen sddtdsilmukan vahvistuskertoi-
met (siiddn siirtofunktiot) kirkkauden ja kontrastin sddato-
vyShykkeisiin ndhden voidaan tehdd myds keskenddn yhtd
suuriksi. Titen muutoksen nopeus kontrastin sddddssd kont-
rastin s3itdvyShykkeelld voidaan tehda muutosnopeudcltaan
yhtd suureksi kuin muutosnopeus kirkkauden sidddossd kirk-
kauden siitdalueella (toisin sanoen patee AEp = AEB).

Sitd paitsi siirtymisvyohykkeeclld muutoksen nopcus kontras-
tin s&adolle AEl ja muutoksen nopeus kirkkauden sdddolle

AE. voi olla riippuvainen muutosten nopeuksista kontrastin

2
ja kirkkauden s&ddtovyodhykkeillad lausekkeen mukaan
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AEp = aE, = (8E)) x (AE,)
Muita riippuvaisuuksia niiden muutosnopeuksien vilille
voidaan kuitenkin valita suljetun silmukan vahvistuskertoij-
mien vaatimusten mukaisesti mddrdtyssd systcemissi.

Kuvattu siirtymisen vyShyke poistaa oleellisesti ot-
taen kokonaisuudessaan todenndkbisyyden sdiddn epdjatku-
vuudelle kontrastin ja kirkkauden sddtovyshykkeiden vilil-
ld ja se poistaa tidten ne ongelmat, mitkd liittyvit sellai-
seen epdjatkuvuuteen, misti jo edelld mainittiin. Kdytdan~
néssd voidaan oletaa, ettd korkeat siteen virtamddrit vii-
meisimmin sddtdvyShykkeen sisilli csiintyvdt harvemmin kuin
esiintyvdt korkeat siteen virtamddrdt ensimmdisen sddtovyod-
hykkeen puitteissa. Kuvan kontrastin sidtdminen ensimmii-
selld toimialueella siteen korkeita virtamddrid on katsot-
tava edullisemmaksi toiminnaksi, koska kuvan kontrastin
pienentdminen on vihemmin todenndkbisesti katsojan havait-
tavissa verrattaessa asiaa kuvan kirkkauden tai taustan ta-
son muutokseen. Kuvattu kontrastin ja kirkkauden sdiddon
vuorojidrjestys voidaan kuitenkin vaihtaa pdinvastaiseksikin.

Vaikkakaan asiaa ei ole esitetty, niin ulostulo
kontrastin s3didtdyksikdsta 30 voidaan myds sydttid asiaan
kuuluvaan ja sopivaan vahvistuskertoimen s33d®n sisdidntu-
loon vdrikkyyden merkin kdsittelijdstid 14. Tissi tapauk-
sessa sdddin 30 toimii "kuvan sddtimend", milli samanai-
kaisesti muutetaan huipusta huippuun tasoja valoisuuden ja
vdrikkyyden merkeille. Samoin on tissi tapauksessa huipusta
huippuun amplitudi sekd valoisuuden merkille ettd varikkyy-
den merkille siiddettivissi sddtdjdnnitteen ED mukaisesti
toimittaessa sdteen rajoituksen toimitavalla.

Kuvio 3 esittii piirijdrjestelyd sddtdyksikdlle 60
(kuvio 1), milli aikaansaadaan se sd4ddn siirtofunktio,
mikd on esitettynd kuviossa 2 ja se esittdd myds piirin
vksityiskohtia kontrastin sdidslle 30 ja kirkkauden sdi-
dolle 58.

Kuviossa 3 ulostulon sddtdjdnnite “C ilmaisinpii-

ristd 54 (kuvio 1) omaa kiintein positiivisen tason
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normaalien olosuhteiden aikana. Tdssa esimerkissd ne jan-
nitteet, joita kehitetddn vahvistuskertoimen sddddn sisdan-

tuloon vahvistimessa 24 (kuvio 1) mihin jdnnite E_ tuodaan

«Lrg

ja kirkkauden vertailun sisddntulo vertailijaan 5 (kuvio 1),
mihin jdnnite EB tuodaan, omaavat normaalisti nimcllisen
kiintedn positiivisen tasajdnnitetason tiettyad kontrasti-
sddtimen 30 asetusarvoa ja kirkkauden sdd&timen 58 asetus-
arvoa kohden. Kontrastin sdddin 30 on esitetty kuviossa 3
muodostumassa katsojan aseteltavissa olevasta potentiomet-
ristd 31 ja tdhdn liittyvdstd tasajdnnitteen syottdldhtees-
td (+ 11,2 volttia). Kirkkauden s&atd 58 on esitetty muo-
dostumassa vastuspiiristd, mihin sisdltyy katsojan asetel-
tavissa oleva potentiometri 59 ja tdh&n liittyvd tasajdn-
nitteen sydttdldhte (+ 11,2 volttia).

Toimittaessa sdteen virran rajoittamisen toimitaval-
la, sddtojadnnitteen EC muuttuvat yhd vdhemmdn positiivisek-
si (toisin sanoen siirtyvat kohti negatiivista) verrannol-
lisena siihen mddrddn, missd sdteen virran rajoittamisen
kynnysarvotasoca ldhestytddn ja ylitetddn. Sddtdjdnnite tuo-
daan sisddntulon piiriin, mihin sisdltyy seurantatransis-
tori 65, sekd tdhdn liittyva virran sy&ttdldhde sisdltden
transistorin 68 ja vastuksen 69 sekd sisdltyy suocjadiodi
67, minkd tehtdvdnd on tasoittaa eli rajoittaa liiallisia
negatiiviseen suuntaan siirtyvid heilahduksia jdnnitteesta

E Invertoiva vahvistintransistori 70 siirtdd sen sddato-

jgnnitteen, mikd kehitetddn transistorin 65 emitterille
niin, ettd invertoitu versio sddtdjdnnitteestd tulee ndky-
viin transistorin 70 kollektorin ulostuloon sen suuruuden
mddrdytyessd kollektorivastuksen 74 suhteesta transistorin
70 emitterivastukseen 72 verrattuna. Sddtdjdnnite kytketddn
sitten invertoivan vahvistintransistorin 75 kautta PNPD
transistorin 80 kantalektrodille.

Transistori 75 johtaa virtaa koko normaalisti odo-
tettavissa olevien sateen liiallisen korkeiden virtamddrien
toimialueen puitteissa. Kollektorin virta ja Jjdnnite tran-
sistorissa 75 lisddntyvdt ja vastaavasti pienentyvdat sita

mukaa kuin sddtdjannite EC pienentyy seurauksena sadtecen
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liiallisista virtamddristd tietylld ensimmiisellid toimi-
alueella, jolloin kontrastin si##tdjinnite E_ transistorin
75 kollektorin ulostulossa saadaan pienentymddn vastaavas-
sa mddrin sellaiseen suuntaan, ettd rajoitetaan siteen vir-
tamddrdd kontrastin sddtdalueella. Si3ddn siirtofunktion
kaltevuus kontrastin sdddén vydhykkeelli on funktio tran-
sistorin 75 vahvistuskertoimesta tilli vyShykkeelld. Tami
vahvistuskerroin md3idritelldidn sen teholliscn impedanssin,
mikd muodostuu kontrastin sddtSpiiristd 30 timidn sisdltdes-—
sd transistorin 75 kollektorikuorman impedanssin, suhteesta
emitterin alennusvastuksen 89 arvoon nihden. Kontrastin
s44d6n siirtofunktion kaltevuus ja se piste, missid kontras-
tin sddtbalue alkaa, ovat sdiddettdvissi asettamalla vastuk-
sen 89 arvo kontrastin sditSpiirin 30 teholliseen impedans-
siin verrattuna oikein.

Kynnysarvotason johtavuuden diodipiiri 86, mihin si-
sdltyvat diodit 86a, 86b ja 86c on jdrjestettyni yhdessé&
transistorin 80 kanssa "virtapeili"-rakenteeseen, jolloin
kussakin diodeista 86a, 86b ja 86c kulkeva virta on yhta
suuri kuin transistorin 80 kollektorin virta. Vastuksessa
87 kulkeva virta jakautuu (kuten tullaan selittimddn) vir-
raksi diodipiirissd 86 ja transistorin 80 emitterin vir-
raksi.

Tamd diodipiirin 86 jidrjestely yhdessi transistorin
80 kanssa on kdytdssd, jotta aikaansaataisiin haluttu kes-
kindinen riippuvaisuustilanne verrannollisuudelle kollek-
torin virroissa transistoreissa 75 ja 80. T&ssd esimerkki-
tapauksessa se virta, mikd sydtetididn vastuksen 87 kautta,
Jakautuu transistorin 80 ja diodipiirin 86 kesken siten,
ettd transistorin 75 kollektorin virta on kolme kertaa
suurempi kuin transistorin 80 kollektorin virta. Vahvistus-
kertoimen verrannollisuuden muodostaminen kirkkauden sii-
don alueeseen verrattuna voidaan kuitenkin myds toteuttaa
kdyttdmdlld erilaista lukumddrii diodeja piirissd 86 ja
mitoittamalla kollektorin vastuksen 88 arvo toisin. Tran-
sistorin 80 kannan virta (transistorin ollessa korkean vah-

vistuskertoimen laite) on hiiviivdn picni. Diodipiiri 86
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ja transistori 80 ovat johtamattomina kontrastin sditso-
alueen sisdlli&.

Siirtymdalueen sd3ddn toimitapa alkaa, kun kontras-
tin sddtdjédnnite Ep pienentyy riittdvadn paljon, jotta muo-
dostetaan johtosuuntainen etujdnnite diodipiirille 86 niin,
ettd se johtaa merkityksellisesti virtaa. Ndin tapahtuu, kun
jédnnite Ep diodien 86a, 86b ja 86c katodeilla laskee kynnys-
arvotason +5,6 volttia alapuolelle, jolloin oleellinen kiin-
ted sivuunasettelujidnnite +0,7 volttia muodostuu diodien
86 yli ja tdmé&n mukaisesti transistorin 80 cemitteriltd kan-
nalle liitoksen yli. Diodipiirin 86 johtavuus tdydentii
virtatien virralle +6,3 voltin sydttdldhteestd, mikd on
kytkettynd vastukseen 87, tdmdn vastuksen 87 ja diodipiirin
86 kautta transistorin 75 kollektorille. Samalla kertaa
kehittd3d transistorin 80 kollektorin virta jannitteen vas-
tuksen 88 yli riittdvdn suurena saattaakseen transistorin
84 johtamattomaksi. Transistori 84 johtaa emitterin virtaa
vastuksien 90 ja 91 kautta ja aikaansaa kirkkauden sdidto-
jdnnitteen EB kollektorin ulostuloon. Transistorin 84 emit-
teripiirissd oleva diodi 96 on johtamattomana siirtymdvyo-
hykkeells.

Kontrastin s&dd4ddn siirtofunktion kaltevuus siirty-
mdvydhykkeelld on funktio transistorin 75 vahvistuskertoi-
mesta, mikd mddrdytyy kollektorikuorman impedanssin suh-
teesta transistorin 75 emitteri-impedanssiin ndhden. T&d11l3&
alueella pienentyy transistorin 75 kollektorin impedanssi
ja se sisdltdd kontrastipiirin 30 tehollisen kuormitusimpe-
danssin ja sen tehollisen kuormitusimpedanssin, minkd joh-
tava diodipiiri 86 ja vastus 87 yhdistelmdnd aikaansaavat,
molempien ndistd kuormitusimpédansseista ollessa jdrjestet-
ty siten, ettd kollektorin tehollinen kuormitusimpedanssi
transistorille 75 pienentyy verrattuna transistorin 75 kol-
lektorin kuormitusimpedanssiin kontrastin sd8ddon alueella.
Tdten on kontrastin sddd®6n vahvistuskerroin transistorille
75 s88d6n siirtymisen alueella pienempi kuin mitd on tran-

sistorin 75 vahvistuskerroin kontrastin sd3ddn alueella.
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Kirkkauden sdddon siirtofunktion kaltevuus siirtymd-
vyShykkeelld on funktio transistorin 84 vahvistuskertoimes-
ta. Tadmd vahvistuskerroin mddrdytyy sen tehollisen impedans-
sin, minkd kirkkauden s&&dén piiri 58 muodostaa, piirin si-
sdltdessd transistorin 84 kollektorin kuormitusimpedanssin,
suhteesta emitterin alennusvastusten 90 ja 91 yhdistettvyn
arvoon ndhden.

Siirtymdvyohykkeen osuus jatkuu, kunnes vastuksessa
87 kulkeva virta seurauksena kollektorin virrasta transis-
torissa 75 on suuruudeltaan likimddrin 0,7 volttia kehitet-
tynd vastuksen 87 yli. Vastaava jdnnite esiintyy t&l118in
kannalta emitterille liitoksen yli tasoituspakotuksen tran-
sistorissa 85, minkd johdosta transistori 85 johtaa. Tama
kannalta emitterille jdnnite transistorissa 85 on oleelli-
sesti vakinainen transistorin 85 johtavuuden lisddntyessa
seurauksena sddatdjdnnitteestd EC ja sen tehtdvadnd on pakot-
taa jdnnite vastuksen 87 yli kiinted&n tasoon (0,7 volttia).
Tdmdn mukaisesti jdnnitteen putocama vastuksen 87 yli ei
endd vaihtele jatkuvien muutosten mukaisesti sddtdjdnnit-
teessa Ec sdteen virtamddrdn lisdantyessa.

Tdmd piste mddrittelee siirtymdn sddtbalueen loppu-
misen, koska tdmdn jdlkeiset muutokset sddtdjdnnitteessa
EC (seurauksena yhd suuremmista sdteen virtamddristd) eivat
endd aikaansaa vastaavaa muutosta jannitteessa Ep. Tdssd
vaiheessa pakotetaan j&nnite Ep kiinteddn tasoon (+ 4,9
volttia), mikd on suuruudeltaan yht& suuri kuin tasoitus-
transistorin 85 kannan jd&nnite (+6,3 volttia) vdhennettyna
silld kiintedlld jdnnitteen putoamalla, mikd tapahtuu dio-
dipiirissd 86 (+0,7 volttia) sekd silld kiintedlld kannal-
ta emitterille jannitteen putoamalla, mikd tapahtuu tasoi-
tustransistorissa 85 (+0,7 volttia). Sen jadlkeen, kun tdmad
piste on saavutettu, muuttuu ainoastaan kirkkauden s3ddato-
jadnnite EB transistorin 84 kollektorin ulostulolla jatku-
vasti sddtdjdnnitteen Ec mukaan tdmdn kirkkauden sdatdvyo-
hykkeen alueella oltaessa.

TA114 kirkkauden sdatoaluccella aikaansaa transisto-

rin 7% lisddintyvid johtavuus yhd kasvavan transistorin 80
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kollektorin virran ja jdnnitteen. Tdmd puolestaan aikaansaa
lisdidntyneen transistorin 84 johtavuuden ja tahdn liitty-
vdn pienennyksen kollektorin jdnnitteessa (EB) transisto-
rilla 84. Diodi 96 johtaa, kun kirkkauden sdddon alue alkaa
siirtymdvyshykkeen lopussa, jolloin on muodostettu riittdva
jdnnite, jotta diodi 96 saisi etujdnnitettd johtosuuntaan
vastuksen 91 yli seurauksena transistorin 84 emitterin vir-
rasta.

S43ddn siirtofunktion kaltevuus kirkkauden alueella
on funktio transistorin 84 vahvistuskertoimesta. Tdmd vah-
vistuskerroin mddritelldsn sen teholliden impedanssin, mikd
midrdytyy kirkkauden piirissd 58 suhteesta pelkdstddn vas-
tukseen 90, koska vastus 91 ohitetaan diodin 96 hyvin pie-
nelli impedanssilla tdmdn diodin johtaessa kirkkauden sdd-
tdalueella oltaessa. Koska emitterin alennusvastus 91 ohi-
tetaan tdlli alueella, omaa transistori 84 suuremman vah-
vistuskertoimen kuin toimiessaan siirtym&alueella. Tdten on
s343d6n siirtofunktion kaltevuus kirkkauden s&dddén alueella
aseteltavissa mitoittamalla vastuksen 90 arvo oikein.

Transistorin 75 kollektorin virta mitoitetaan enna-
kolta middritellylld tavalla verrattuna transistorin 80 kol-
lektorin virtaan sekd siirtymisen ettd kirkkauden saadon
alueilla. Tdmd lopputulos helpottaa ennakolta ennustetta-
vissa olevan piirin vahvistuskertoimen ja sddddn siirto-
funktioiden aikaansaamista siirtymdn ja kirkkauden sddto-
alueiden osuuksilla.

Sen lisdksi, ettd toimii ilmaisinlaitteena osoit-
taen siirtymialueen alkamisen, toimii diodipiiri 86 myods
taaten tasaisen ja jatkuvan piirin 60 toiminnan siirtymisen
s4addn toimialueelta kirkkauden s&dd8ddn toimialueellce. Dio-
dipiirin 86 puuttuessa pakotettaisiin transistorin 80 kan-
nan jdnnite (Ep) +4,9 voltin tasolle siirtymdalueen osuu-
della, kuten on mainittu aikaisemmin, paitsi ettd diodi-
piirin 86 suuruudeltaan 0,7 voltin putoama korvattaisiin
samanlaisella emitterilt3d kannalle sivuunasettelujannit-
teelld, mik3d transistorissa 80 on. Samoin tdssd tapaukses-

sa toimisivat kynnysarvon johtavuuden ominaisuudet emitte-
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riltd kannalle PN liitoksessa transistorilla 80 havaiten
siirtymisen osuuden alkamisen. Kun kuitenkin transistorin
80 kanta ja transistorin 75 kollektori olisi pakotettu
tdssd tapauksessa, niin transistorin 75 kollektorin virta-
tarpeen lisddminen voidaan tyydyttdi ainoastaan transisto-
rin 80 kantavirran avulla, koska mitidin ylimddrdistd vir-
taa ei ole kdytettdvissd kontrastipiiristd 30. Mikili tran-
sistori 80 on korkean vahvistuskertoimen laite, kuten se on
tdssd suoritusmuodossa, kyllistyy transistori 80 t#118in
nopeasti ja toimii oleellisesti nopeasti toimivana kytki-
mend, jolloin kuvattu haluttu tulos tasaisesta siirtymis-
vyShykkeestd ei ole saavutettavissa. Tami ongelma voidaan
poistaa esitetyssd suoritusmuodossa, koska diodipiiri 86
aikaansaa soveliaan virtatien (mihin my&s sisdltyy transis-
torin 85 kollektorilta emitterille virtatie ja vastus 87)
transistorin 75 kollektorin virtaa varten. Esitetylld jar-
Jjestelylld, missd on virtapiiri 86, toimii transistori 80
suhteellisen lineaarisena virtapeilini sen sijaan, ettd se
olisi epdlineaarinen kytkin.

Se tasoittava toiminta, mink& transistorin 85 kannal-
ta emitterille liitos toteuttaa, voidaan tamin sijaan to-
teuttaa myds diodilla. Tdllaisessa tapauksessa kytketdidn
diodi vastuksen 87 yli ja jdrjestetdin sarjakytketyksi
diodipiirin 86 sekd +6,3 voltin sydttdlihteen kanssa ja
sijoitetaan napaisuudeltaan johtamaan virtaa samaan tapaan

kuin transistorin 85 kannalta cemitterille liitos tekee.
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Patenttivaatimukset:

1. Suihkuvirran rajoitinpiiri videosignaalin kdsitte-
lyjdrjestelmédssd, jossa videosignaalin huippuamplitudikompo-
nentti mddrdd kuvan kontrastin ja tasavirtakomponentti kuvan
kirkkauden, jolloin jdrjestelmd kdsittdd videosignaalin ké&-
sittelykanavan ja kuvaputken (38), jossa on valoisuuden sda-
toelektrodi, johon videosignaaleja tuodaan mainitulta video-
signaalien kdsittelykanavalta kuvan toistamiseksi, tunnuste-
lupiirin signaalin (EC) muodostamiseksi, joka signaali edus-
taa niiden ylisuurten suihkuvirtojen suuruutta, joita kuva-
putki johtaa tietyn kynnystason yldpuolella, joka signaali
johdetaan sddtdsignaalina ensimmdiseen sdddettdvdan johtova-
lineeseen (75), jonka virranjohtavuus vaihtelee mainitun edus-
tavan signaalin mukaan perdkkdisesti suurempien ylisuurten
suihkuvirtojen ainakin ensimmdiselld ja toisella alueella,
joka ensimmdinen sdddettdvd johtovdline (75) tuottaa ensimmdi-
sen kytkentdvdlineen ldpi ensimmdisen sddtdsignaalin (Ep ja
EB'
videosignaalikomponentista (huippuamplitudi- tai tasavirta-

vast.) videosignaalin kdsittelykanavalle toisen kahdesta

komponentti) muuttamiseksi kynnystason ylittdvien ylisuurten
suihkuvirtojen rajoittamiseksi, ja edelleen kynnystason joh-
tovdlineen (80) ensimmdisen sdddettdvidn johtovidlineen (75)
johtavuusvaihtelujen kytkemiseksi toisen sdddettdvan johto-
vdlineen sddtdsisddntuloon ensimmdisen sdddettdvan johtovdli-
neen johtavuuden vastatessa ensimmdisen alueen ylittdvid yli-
suuria suihkuvirtoja, sekd toisen kytkentdvdlineen (80) toi-
sen sddtdsignaalin (EB ja Ep, vast.) tuomiseksi toisesta
sdddettdvdstd virranjohtovdlineestd (84) videosignaalin kdsit-
telykanavalle my&s toisen mainituista kahdesta videosignaali-
komponentista muuttamiseksi kuvaputken suihkuvirtojen rajoit-
tamiseksi toisella alueella siten, ettd huippuamplitudikompo-
nenttia samoin kuin tasavirtakomponenttia muunnellaan ylisuur-
ten suihkuvirtojen rajoittamiseksi, t unne t t u siitd,
ettd mainittu toinen suihkuvirta-alue on valittu siirtyma-
alueeksi kolmannclle sddtBalucelle, jossa lukitusvidlincet (85)

lukitsevat ensimmdisen sddtdsignaalin kiinteddn arvoon, kun
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ensimmédisen sdddettdvdn virranjohtovdlineen (75) johtavuus
vastaa mainitun siirtymdalueen ylittdvii suihkuvirtoja siten,
ettd ainoastaan toista mainituista videosignaalikomponenteis-
ta (huippuamplitudikomponentti tai tasavirtakomponentti) muun-
nellaan mainitulla kolmannella alueella ylisuurten suihkuvir-
tojen rajoittamiseksi.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen rajoitinpiiri, t u n -
nettu siitd, ettd ensimmdinen s3itdsignaali (Ep) on kyt-
ketty mainitulle kanavalle videosignaalin huippuamplitudikom-
ponentin muuntamiseksi, kun mainitulla ensimmiiselli alueella
ilmenee ylisuuria suihkuvirtoja, ja ettd toinen sddtdsignaali
(EB) on kytketty mainitulle kanavalle videosignaalin tasavir-
takomponentin muuntamiseksi, kun mainitulla kolmannella alueel-
la ilmenee ylisuuria suihkuvirtoja.

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen rajoitinpiiri,
tunnettu siitd, ettd signaalin tunnusteluviline (54)
muodostaa sddtdsignaalin (Ec), joka edustaa keskimdiridisten
ylisuurten suihkuvirtojen suuruutta.

4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen rajoitinpiiri, t u n-
nettu siitd, ettd mainittu jirjestelmd kdsittdd suurjdan-
nitteen sydttdvdlineet (50) kiyttdjidnnitteen aikaansaamisek-
si kuvaputkelle, ja ettd signaalin tunnusteluviline (54) on
kytketty mainittuun suurjinnitteen sydttovdlineeseen siten,
ettd saatu sddtbsignaali edustaa kuvaputken suurjdnnitteen
syottovdlineestd ottamaa virtaa.

5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen rajoitinpiiri, t u n-
nettu siitd, ettd ensimmdinen virta-alue, siirtymidalue
ja kolmas virta-alue ovat likimain yht# suuria.

6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen rajoitinpiiri, t u n-
nettu siitd, ettd ensimmidinen siddettivd johtovdline ki-
sittédd ensimmdisen transistorin (75), jossa on sisiin- ja
ulostuloelektrodit, ja ettd kynnystason johtov&dlineessi on
sisddn- ja ulostuloelektrodit sisdltidvd toinen transistori
(80) , jonka sisd&ntuloelektrodi on kytketty ensimmdisen tran-
sistorin ulostuloelektrodiin, ja ettd toinen siidettidvi johto-
vdline k&dsittdd sisdédn- ja ulostuloelektrodit sisdltivin kol-

mannen transistorin (84), jonka sis#didntuloelektrodi on kytket-
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ty toisen transistorin ulostuloelektrodiin.

7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen rajoitinpiiri, t u n-
nettu siitd, ettd kynnystason johtovdline kdsittdi edel-
leen diodiosan (86), joka on kytketty ensimmdisen transisto-
rin (75) ulostuoloelektrodin ja tasajidnnitelihteen viliin.

8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen rajoitinpiiri, t u n-
nettu siitd, ettd diodiosa (86) ja toinen transistori
(80) ovat jdrjestetty virtapeilirakenteeksi.

9. Patenttivaatimuksen 7 mukainen rajoitinpiiri, t u n-
nettu siitd, ettd lukitusvdline sis&dltdid puolijohteisen
PN-liitoksen (85), joka on kytketty tasajidnnitelihteeseen PN-
liitoksen ollessa sovitettuna sarjaan diodiosan kanssa ja sen
virranjohtavuussuunta on sovitettu samaksi kuin diodiosan, ja
ettd vastus (87) on kytketty diodiosan ja tasajdnnitelihteen
vdliin.

10. Patenttivaatimuksen 7 mukainen rajoitinpiiiri,
tunnettu siitd, ettd lukitusvdline sisdltdd neljidn-
nen transistorin (75), jonka ensimmd&inen elektrodi (kanta) on
kytketty tasajdnniteldhteeseen (+6,3V) ja toinen elektrodi
(kollektori) kdytt&jédnnitteeseen (+11,2V) ja kolmas elektrodi
(emitteri) diodiosaan (86), toisen ja kolmannen elektrodin
mddrittdessd neljdnnen transistorin pdijohtavuustien sarjas-
sa diodiosan kanssa ja sen virranjohtavuussuunnan ollessa so-
vitettuna samaksi kuin diodiosan, ja ettd vastus (87) on kyt-
ketty neljdnnen transistorin ensimmdisen ja kolmannen clekt-
rodin v&dliin.

11. Patenttivaatimuksen 6 mukainen rajoitinpiiri,
tunnettu siitd, ettd kynnystason johtovdline k3sittidi
edelleen ensimmdisen transistorin (75) ulostuloelektrodin ja
tasajdnnitel&hteen (+6,3V) vidliin kytketyn diodin (86), joka
on jédrjestetty virtapeilirakenteeksi toisen transistorin (80)
kanssa, ja ettd lukitusvdline sis&ltdi neljinnen transisto-
rin (85), jonka kantaelektrodi on kytketty tasajinnitelihtee-
seen (+11,2V), kollektorielektrodi kdyttdjinnitteeseen ja
emitterielcktrodi diodiin neljidnnen transistorin ja diodin ol-
lessa sarjaankytkettyind ja sovitettuina virranjohtavuussuun-

niltaan samoiksi, ja ettd vastus (87) on kytketty diodin ja ta-
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sajdnniteldhteen vdliin.

12. Patenttivaatimuksen 11 mukainen rajoitinpiiri,
tunnettu siitd, ettd vastus (87) on kytketty suoraan
neljdnnen transistorin (85) kanta-emitteriliitoksen yli.

13. Patenttivaatimuksen 1 mukainen rajoitinpiiri,
tunnettu siitd, ettd ensimmdiselld sdddettdvdllid joh-
tovdlineelld on ensimmdinen vahvistus ensimmdisellid alueella
ja muunnettu vahvistus toisella alueella, ja ettd toisella
sdddettdvdlld johtovdlineelld on ensimmdinen vahvistus toi-
sella alueella ja muunnettu vahvistus kolmannella alueella.

14. Patenttivaatimuksen 13 mukainen rajoitinpiiri,
tunnettu siitd, ettd ensimmdiseen sdiddettdvddn johto-
vdlineeseen (75) sisdltyy kuormitusimpedanssi, johon sisdltyy
kynnystason johtovdline, ensimmdisen sdiddettdvdn johtovali-
neen vahvistuksen ollessa riippuvainen kuormitusimpedanssin
suuruudesta , ja ettd ensimmdiselld siddettdvilly johtovdlineel-
14 on ensimmdinen vahvistus, kun kynnystason johtovdlineelld
on ensimmdinen johtavuustila, jolloin kuormitusimpedanssi il-
maisee ensimmdistd suuruutta, ja ensimmdiselld sdddettdvilli
johtovdlineelld on muunnettu vahvistus, kun kynnystason joh-
tovdlineelld on toinen johtavuustila, jolloin kuormitusimpe-

danssi ilmaisee toista suuruutta.
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Patentkrav:

1. Begrdnsningskrets f6r stralstrémmen i ett sys-
tem f&r behandling av en videosignal med en toppamplitud-
komponent som bestdmmer bildkontrasten och med en lik-
strémskomponent som bestdmmer bildljusstyrkan, varvid sys-
temet inkluderar en videosignalbehandlingskanal och ett
bildr&r (38) som inkluderar en luminansregleringselektrod,
till vilken videosignaler leds fran ndmnda videosignalbe-
handlingskanal f&r reproducerande av bilden, en kdnsel-
krets f8r bildande av denna signal (EC), vilken represen-
terar storleken hos dessa Overstora strdlstrdmmar som bild-
réret leder 8ver ett bestdmt trdskelvdrde, vilken signal
leds som en regleringssignal till en f&rsta reglerbar
strdmledningsanordning (75), vars strémledning varierar
enligt nidmnda representativa signal atminstone i fOrsta
och andra regionen av i tur och ordning storre, Overstora
stralstrdmmar, vilken fdrsta reglerbara strfmledningsan-
ordning (75) 6verfdr en fdOrsta regleringssignal (Ep och Egs
motsv.) genom en f&rsta kopplingsanordning till videosig-
nalbehandlingskanalen f8r férdndring av en av tvd videosig-
nalkomponenter (toppamplitud- eller likstrdmskomponent)
£5r att begridnsa de Bverstora stralstrmmarna, vilka &ver-
stiger trd8skelvdrdet, och vidare en tr8skelvidrdesstrdmled-
ningsanordning (80) f8r koppling av strémledningsvariatio-
ner i den f8rsta reglerbara strdmledningsanordningen (75)
till en ingdng i den andra reglerbara strdmledningsanord-
ningen, varvid str&mledningen hos den f6rsta reglerbara
strdmledningsanordningen motsvarar de Overstora stral-
strdmmar, som 8verskrider den fdrsta regionen, och en andra
kopplingsanordning (80) f&r &verfdrande av en andra regle-
ringssignal (EB och Ep' motsv.) fran den andra reglerbara
strdmledningsanordningen (84) till videosignalbehandlings-
kanalen f&8r att f&rindra ocksid den andra av ndmnda video-
signalkomponenter f&8r begrdnsande av bildr8rens strdlstrdm-
mar pd den andra regionen, sa att toppamplitudkomponenten i

likhet med likstrdmskomponenten modifieras for begrdnsande
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av de Overstora strdlstrdmmarna, k a nneteckna d
ddrav, att den ndmnda andra stralstrdmregionen utvalts som
en Yvergdngsregion till en tredje regleringsregion, i vil-
ken la&sanordningar (85) ldser den f®rsta regleringssigna-
len till ett fast virde, da strdmledningen hos den f&rsta
reglerbara strdmledningsanordningen (75) motsvarar den
ndmnda Overgdngsregionen &verskridande strdlstrdmmarna sa,
att endast den ena av n3mnda videosignalkomponenter (topp-
amplitudkomponenten eller likstr®mskomponenten) modifieras
pad den ndmnda tredje regionen f£&r begrdnsande av de 8ver-
stora strdlstrSmmarna.

2. Begrdnsningskrets enligt patentkravet 1, kX & n -
netecknad ddrav, att den fSrsta regleringssigna-
len (Ep) kopplats till ndmnda kanal f&r modifiering av
toppamplitudkomponenten hos videosignalen, da pd& ndmnda
forsta region fdreligger Sverstora strdlstrdmmar, och att
den andra regleringssignalen (EB) kopplats till ndmnda ka-
nal f&r modifiering av likstr®mskomponenten hos videosig-
nalen, da pd némnda tredje region f8religger &verstora
strdlstrSmmar.

3. Begrédnsningskrets enligt patentkravet 1 eller 2,
kdnnetecknad dirav, att en signalkdnselkrets
(54) bildar en regleringssignal (EC), som representerar
storleken hos 8verstora genomsnittsstrdlstrdmmar.

4. Begrdnsningskrets enligt patentkravet 3, k & n -
netecknad ddrav, att ndmnda system inkluderar en
h&gspdnningstillférselanordning (50) f8r att A&stadkomma en
arbetspotential f8r bildr&ret, och att signalkinselkretsen
(50) dr kopplad till n&mnda h8gspdnningstillfdrselanordning
pa sd sdtt, att den erhdllna reglersignalen representerar
den strdm som bild®ret uttar fr&n h&gspidnningstillfdrsel-
anordningen.

5. Begrdnsningskrets enligt patentkravet 1, k & n -
netecknad dédrav, att den f8rsta strdmregionen,
8vergadngsregionen och den tredje strdmregionen &r ungefir

lika stora.
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6. Begrdnsningskrets enligt patentkravet 1, k 4 n -
netecknad ddrav, att den f6rsta reglerbara str&m-
ledningsanordningen innefattar en f&rsta transistor (75)
med ingdngs- och utgdngselektroder, att tr&skelvirdesstrém-
ledningsanordningen innefattar en andra transistor (80) med
ingadngs- och utgéngselektroder, vars ing&ngselektrod &r
kopplad till ndmnda utgdngselektrod hos den fdrsta transis-
torn, och att den andra reglerbara str8mledningsanord-
ningen innefattar en tredje transistor (84) med ingangs-
och utgdngselektroder, vars ingdngselektrod &r kopplad till
en utgdngselektrod hos den andra transistorn.

7. Begrdnsningskrets enligt patentkravet 6, k & n -
netecknad dirav, att trdskelvidrdesstrdmlednings-
anordningen vidare innefattar ett diodorgan (86) inkopplat
mellan utgdngselektroden hos den f8rsta transistorn (75)
och en likspdnningskédlla.

8. Begrdnsningskrets enligt patentkravet 7, k & n -
netecknad dédrav, att diodorganet (86) och den and-
ra transistorn dr anordnade i en strdmspegelkoppling.

9. Begrdnsningskrets enligt patentkravet 7, k & n -
netecknad dirav, att ldsanordningen innefattar en
halvledar-PN-8vergdng (85), som &r kopplad till liksp&n-
ningskdllan, varvid PN-8vergdngen 4r ansluten i serie med
diodorganet och PN-8vergdngens str¥mledningsriktning har
anpassats med diodorganets riktning, och att ett motst&nd
(87) &r inkopplat mellan diodorganet och likspinningsk&dl-
lan.

10. Begrdnsningskrets enligt patentkravet 7, k & n -
netecknad ddrav, att ldsanordningen innefattar en
fjdrde transistor (75) med en f8rsta elektrod (base) kopp-
lad till likspédnningsk&dllan (+6,3V), en andra elektrod
(kollektor) kopplad till en drivk&lla (+11,2V), och en
tredje elektrod (emitter) kopplad till diordorganet (86),
varvid de andra och tredje elektroderna definierar en hu-
vudstrdmledningsbana f&r den fjdrde transistorn i serie med
diodorganet och transistorns strdmledningsriktning har an-

passats med diodorganets riktning, och att ett motstdnd (87)
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dr inkopplat mellan de f8rsta och tredje elektroderna hos
den fjarde transistorn.

11. Begridnsningskrets enligt patentkravet 6, k & n -
netecknad ddrav, att trdskelvdrdesstrdmlednings-
anordningen vidare innefattar en mellan utgdngselektroden
hos den f&6rsta transistorn (75) och likspédnningskdllan
(+6,3V) inkopplad diod (86) som dr nordnad i str&mspegel-
koppling med den andra transistorn (80), att lasanordningen
innefattar en fjdrde transistor (85) med en baselektrod
kopplad till likspdnningsk&llan (+11,2V), en kollektorelek-
trod kopplad till driftspdnningskdllan och en emitterelek-
trod kopplad till dioden, varvid den fjdrde transistorn
och dioden dr inkopplade i serie och &r anpassade att ha
samma strdmledningsriktning, och att motstdndet (87) &r in-
kopplat mellan dioden och likspdnningsk&dllan.

12. Begrédnsningskrets enlgit patentkravet 11,
kdnnetecknad ddrav, att motstandet (86) dr in-
kopplat direkt 6ver den fjdrde transistorns (85) bas-emit-
terSvergdng.

13. Begrénsningskrets enligt patentkravet 1, kX & n -
netecknad ddrav, att den f8rsta reglerbara strdm-
ledningsanordningen har en f6rsta f&rstdrkning i den f&rs-
ta regionen och en modifierad f&rstdrkning i den andra re-
gionen och att den andra reglerbara strdmledningsanord-
ningen har en f&rsta f&rstdrkning i den andra regionen och
en modifierad f&rstdrkning i den tredje regionen.

14. Begrédnsningskrets enligt patentkravet 13,
kd&nnetecknad darav, att den fdrsta reglerbara
strdmledningsanordningen (75) inkluderar en belastningsim-
pedans som innefattar tr&skelvdrdesstrtmledningsanordningen,
varvid fdrstdrkningen hos den f&6rsta reglerbara strdmled-
ningsanordningen dr beroende av storleken hos belastnings-
impedansen, och att den f&rsta reglerbara strémledningsan-
ordningen uppvisar en f&6rsta f8rstdrkning ndr trdskelvar-
desstrbmledningsanordningen befinner sig i ett fdrsta
strdmledningstillstand, varvid belastningsimpedansen har

en fbrsta storlek, och att den fdrsta reglerbara strdmled-
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ningsanordningen har modifierad fdrstidrkning ndr trdskel-
virdesstrémledningsanordningen befinner sig i ett andra

srdmledningstillstdnd, varvid belastningsimpedansen upp-
visar en andra storlek.

Viitejulkaisuja-Anf&rda publikationer

Patenttijulkaisuja:-Patentskrifter: USA(US) 4 096 518 (H 04 N 9/16),

4 079 424 (H 04 N 5/68), 4 137 552 (H 04 N 5/68), 4 067 048
(H 04 N 5/68).
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